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1. 背景と目的 

網膜色素変性症や加齢黄斑変性といった失

明に至る疾患に対して，網膜への電気刺激によ

り視覚の回復を試みる埋植型人工視覚デバイ

スの開発が行われている．脈絡膜上経網膜刺激

(Suprachoroidal-Transretinal Stimulation, STS) 方

式は，網膜を損傷する可能性が低く安全性が高

く，すでに臨床試験が実施されている[1]．我々

はこれまで CMOS チップによる多電極制御機

能を搭載し，眼球面に密着できる構造をもった

STS 方式次世代型人工視覚デバイスの開発を

進めてきた[2]．今回，薄膜配線の断線と薄膜

層の剥離を改善するため，フレキシブルアレイ

デバイスの作製プロセスの改良を行った． 

2. デバイスの構成 

作製したデバイスの構造図を Fig. 1に示す．

デバイスの単位モジュールは，正六角形のセラ

ミック基板をベースとした電極アレイである．

セラミック基板の片面には７個の刺激電極を，

反対の面には刺激電極制御用の CMOS チップ

を実装している．実際の刺激時には，CMOS

チップで電極のうち１つを選択し，バイフェー

ジック刺激を行う． 

3. デバイスの実装プロセス 

作製したデバイスの作製プロセスを Fig. 2

に示す。まず，熱酸化膜付きシリコン基板に犠

牲層の Al膜およびパリレン C膜を成膜し，さ

らに Pt 配線パターンを形成する．次に，配線

パターン上にセラミック基板と FPC 基板を接

続する．続いて，デバイスの輪郭に沿ってパリ

レン膜を YAG レーザーでカットした後， Al

犠牲層を溶かしデバイスをシリコン基板から

剥離させる．YAG レーザーによりセラミック

基板の CMOSチップ実装箇所のパリレン Cを

除去し，CMOS チップをフリップチップ実装

する．最後に，パリレン C を成膜し，電極の

み開口する．Al 膜の犠牲層は，剥離時のデバ

イス損傷を低減した．また，パリレン C を最

後に成膜することで薄膜層の剥離を防ぐこと

ができた．今後，新たに開発した作製プロセス

を用いてデバイスの多モジュール化を行う． 

 

 

Fig. 1 Schematic figure of the device 

 

Fig. 2 The fabrication process of the device 
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